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１．概要（Summary） 

単結晶基板上に配向成長した磁性薄膜の電子状態解

析の手段として、電界放射電子分光の適用を検討してい

る。磁性薄膜を電界放射電子分光で必要とされる先端曲

率半径が 100 nm以下の針状試料にする必要があり、そ

の加工方法を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

FIB-SEM 

【実験方法】 

Fig. 1 のように MgO 単結晶の上に配向成長した磁性

薄膜を含む基板から、FIB-SEM（Ga+ 30 keV）で直方体

試料を切り出した。その後、直方体試料をマイクロサンプ

リングして電解研磨したタングステン針の先端へイオンビ

ームアシスト蒸着法で Pt を蒸着し固定した。自社にて円

環状のイオンビーム（Ga+ 30 keV）を用いて針形状へ加

工する。最後に低速のイオンビームで、先端の曲率半径

が 100 nm以下になるように先鋭化した。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

FIB-SEMを用いて先端曲率半径が 100 nm以下の磁

性材料の針状試料の作製に成功した．支持台のタングス

テン部分も含め先鋭化した形状が実現できているので、

試料へ-1 kV程度の電圧印加で、磁性材料からの電界電

子放出が可能であると考えられる。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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Fig. 2 Main steps of fabrication process for 

magnetic tip.  
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Fig. 1 Multi-layer stack structure including a 

magnetic thin film.  


